Tablica 1

Parametry elektryczne tranzystoréw AF514 i AF515 przy 1:a = 25°C

kach telewizyjnych),
oraz automatyce.
Gléwne rozmiary tych tranzysto-
réw oraz uklad wyprowadzen elek-
trod sa podane na rysunku 1, a pod-
stawowe parametry elektryczne —
w tablicy 1, za§ dopuszczalne war-
toSci eksploatacyjne — w tablicy 2.
Parametry czwoérnikowe macierzy
typu y tranzystoré6w AF514 i AF515
sg podane w tablicy 3. Moga one
byé wykorzystane jedynie jako
warto$ci orientacyjne, gdyz umiesz-
czono tu §érednig z pomiaréw 10
sztuk tranzystoréw AF514 i AF515
z produkcji w 1966 r. Jako orien-

w telemetrii
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Rys. 2. Charukteryst;'ki tranzystoréw AF514 i AF515
niacze poSr.cz. wizji w odbiorni- Tablica 2

Dopuszczalne wartesSci eksploatacyjne tranzystoréw AF514 i AF515

Jed- Warto§é
Nazwa parametru Oznaczenie nislie Uwagi
AF514 | AF515
Maksymalne napiecie _UCBmax v 15 25
kolektor-baza
Maksymalne napiecie —UCEmax v 12 15 Ip = 0 mA
kolektor-emiter
Maksymalne napiecie D ppiiue v 0,3 0,5
emiter-baza
Maksymalny prad kolektora —IC'max mA 10 10
Maksymalna temperatura tj max ocC 90 90
zlacza
Maksymalna moc strat Pmax mw 50 50 t, = 45°C




Tablica 3

Orientacyjne warto§ci parametréw macierzy typu ,,Y» tranzystor6w AF314 i AF515
Warunki pomiaru: —UCE = 9V, —I; =3 mA, fp = 70 MHz, t, = 25°C, uklad OB

Nazwa parametru Ozna- | o inostica | Wartod6

i czenie
Przewodnos$é wejsciowa b mS 33,3
Pojemno$é wejsciowa Cuyp pF 80,0
Przewodno§é zwrotna Yi90 ms 0,77
Kat: przesunigcia fazowego przewodnosci zwrotnej P40b o 184
Przewodno$é przejsciowa . Yy mS 33,0
Kat przesuniecia fazowego przewodnoS$ci przej-

Sciowej Py1p o 114
Przewodnos§¢ wyjsSciowa 9990 mS 0,73
Pojemnos$¢é wyjsciowa szb pF 2,75

tacyine nalezy traktowaé réwniez
charakterystyki tranzystoréw poda-
ne na rysunku 2.

Obecnie tranzystory AF514 i
AF515 znajdujg sie w stadium
ulepszen technologicznych i w przy-
szlo$ci powinny byé bardzo zblizo-
ne parametrami do tranzystorow
typu AF106 firmy SIEMENS.
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